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ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСАЖДЕННЫХ 
МАГНЕТРОННЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ ПЛЕНОК ZnО

Обработка технологии получения пленок ZnO для'^устройств 
функциональной электроники нами осуществлялась с привлечением 
рентгеновских и оптических исследований. Пленки окиси цинка’тол­
щиной до 6 мкм наносились на подножки из плавленного кварца маг-
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VH, нм/с (Ad/d)MHKp0,
%

(Ad/rf)MaKpQ.
О/'о

0,28 0 0
0,56 0,05 0,10
0,84 0,10 0,50
1,12 0,15 0,70
1,40 0,20 0,90

нетронным распылением мишени из спрессованного порошка ZnO 
при температуре подложек Тп =  473 К, скоростях нанесения VH до 
1,4 нм/с, 50 %-ном содержании кислорода в Аг — 0 2 распылитель­
ной среде и рабочем давлении 0,66 Па. Рентгеновские исследования 
проводились на дифрактометре ДРОН-2,0 в Си и Fe Ка-излучении, 
оптические — на спектрофотометрах UR-20 и Fis-3.

Наличие на дифрактограммах только интерференционных отраже­
ний от плоскостей (001) — сильного (002) и слабых (004) и (006) ука­
зывало, что рост кристаллитов пленок осуществлялся базисной плос­

костью (001) параллельно подлож­
ке. Кривые качания соответство­
вали гауссовым и характеризо­
вались стандартным отклонением 
о, не превышающим±1°, что ука­
зывало на высокую нормальную 
ориентацию пленок, необходимую 
для устройств на ПАВ [11.

Однако пленки, осажденные 
со скоростями, превышающими 0,28 

нм/с, характеризовались механическими микро- и макронапряжения­
ми, что соответственно сказывалось на уширении и смещении диф­
ракционных линий. В таблице приведены относительные микро- и 
макродеформации кристаллической решетки ((Ad/d)umpo и (Adi 
Id)макро) в зависимости от скорости напыления V„. Как видно, при 
магнетронном распылении критичной к величине Vн при заданной 
Т„ является величина механических напряжений.

Механические напряжения в пленке влияли на спектры внешнего 
и нарушенного полного внутреннего отражения пленки и подложки. 
Обнаружено изменение интенсивности и смещение по частоте полос 
колебаний в области остаточных лучей в ZnO и плавленном кварце. 
Наблюдалось появление добавочного максимума (v л; 1250 см -1) 
в высокочастотном плече полосы отражения кварца, что обусловле­
но изменениями в структуре поверхностного слоя кварца под воз­
действием механических напряжений в осажденной пленке окиси цинка. 
Эти изменения в подложке, частично сохраняющиеся и после термо­
обработки, устраняющей механические напряжения в пленках, мо­
гут приводить к нестабильной работе устройств на основе слоистых 
систем ZnO — S i0 2 в процессе их эксплуатации. Поэтому необходимо 
получать равновесные пленки ZnO непосредственно в процессе осаж­
дения, работая на небольших скоростях — в нашем случае Уравн «  
«  0,28 нм/с.
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